BF 137

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Transistor
fur Video-Endstufen

www.datasheetcatalog.com

Metallgehause JEDEC TO-39

5 C 3 nach DIN 41 873 O

Gewicht ca. 1g - max. 9,4 @

Kollektor mit Gehause verbunden =

MaBe in mm E | L
el e
max.05 @

Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung Ucso 160 V

Kollektor-Emitter-Spannung Uckeo 160 V

Emitter-Basis-Spannung Ukeso 5 -V

Kollektorstrom Ic 100 mA

Verlustleistung

bei Ty = 25°C Piot 680 mW

bei Tg = 100 °C Piot 1,27 W

Sperrschichttemperatur T; 175 °C

Lagerungstemperaturbereich Ts -55...+175 °C

Kennwerte bei 7, = 25 °C

Kollektor-Basis-Stromverhéaltnis B > 25

bei Ucg = 10V, Ic = 30 mA

Kollektor-Sattigungsspannung UcCEsat <1 V

bei Ic = 30 mA, g = 6 mA

Kollektorreststrom Icao <10 nA

bei Ucg = 100V

Emitterreststrom leBo < 50 nA

bei Ugg =4V

Kollektor-Basis-Kapazitat Ccso 2 pF

bei Ucg = 20V, f = 500 kHz

Transitfrequenz fr 95 MHz

bei Ucg = 10V, Ic = 20 mA,

f = 50 MHz

Warmewiderstand |

Sperrschicht — umgebende Luft Rinu < 220 K/'W

Sperrschicht — Gehause RinG < 58 K/'W
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zulassige Gesamtverlust-
leistung in Abhéangigkeit

von der Temperatur

BF 137

0 100

PrUJTG

200 °C

Kollektor-Basis-Stromverhaltnis

in Abhangigkeit
vom Kollektorstrom

BF 137

T; =25°C

B (1)

B"=B[30rnA)

U;I 2 5 ] 2 5

Ausgangskennlinien
Emitterschaltung

mA BF 137
50
Ti = 25°C
350 pA
I. 40
300
‘ i
250
30
200
20 150
; 100
10 - ! ‘ = 1
I5=50 pA
0
0 10 20 30 40 50 V
» Uce
Transitfrequenz in Abhéangigkeit
vom Kollektorstrom und von der
Kollektor-Emitter-Spannung
Vv | BF 137
10
Uce 6
A
=90 MHz
£
80
60MHz
4
LOMH2z
2 —
] | T,=25°C
0
0 10 20 30 40 50mA
-"IC

225



